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Развитие квантовых коммуникаций и вычислений требует создания эффективных источников одиночных и запутанных фотонов, основанных на эпитаксиальных 

гетероструктурах с одиночными квантовыми точками (КТ). Одним из наиболее многообещающих способов получения таких структур является предварительное 

формирование центров нуклеации КТ в виде наноразмерных углублений в заданных точках поверхности. Кроме позиционирования на поверхности данный подход 

также позволяет контролировать размеры и форму КТ, расширяя возможности управления их свойствами. Поэтому разработка методик наноразмерного структури-

рования поверхности подложки является актуальной задачей.  

В данной работе представлены результаты комплексных исследований влияния комбинации методов фокусированных ионных пучков (ФИП) и локального ка-

пельного травления (ЛКТ) на создание упорядоченных массивов наноразмерных углублений на подложках GaAs различной ориентации. 

2 Эксперимент 

 1. Точечная ФИП-обработка подложек GaAs с ориентацией(001) и (111); 

2. Формирование металлических капель в углублениях с последующим трав-

лением, т.е. реализация механизма ЛКТ в установке молекулярно-лучевой 

эпитаксии; 

3. Получение массивов углублений с огранкой; 

4.  Формирование квантовых точек в полученных углублениях. 
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Результаты исследований показали существенное влияние как режимов ФИП-

обработки (напряжение ионного пучка, дозы ионов и топологии), так и ориентации 

подложки на характеристики получаемых углублений.  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского науч-

ного фонда (проекты №22-79-10251 и №23-79-10313) и Минобрнауки РФ 

(проект № FENW-2022-0034)в Южном федеральном университете. 
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